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3. 1. WRSH
RAEAEME, T.mp=25C,Vss = OV
S B LR | TS % A sAMA | B E 5| BAE | A
FLYE LR Vb 0.5 - +18 \Y
OO | Tk VI<-0.5V or Vi> VDD + 0.5 V - - +10 | mA
NG Vi 0.5 - Vopt05 | Vv
WAL | Tok Vo<-0.5VorVo>Vpp+0.5V - - +10 mA
W N/AE B | o - - +10 mA
FEL YR HLR Ipp - - 50 mA
TAEABERE | Taw -40 - +85 °c
WA il Ty -65 - +150 °C
PR T, | 108 — = °c
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3.3. HSRHE
331, ERSH 1 ( BIEAAME, Tam=25C,Vss=0V, Vi=Vgs 5 Vpp )
% mok % o o v
B4R H S L BN | SUEUE | Bk | B
A )RS S V) [ Vo)
- 0,5 5 - 0.02 1
AT | Ibp max - 0,1 10 - 0.02 2 uA
. 0,15 15 - 0.02 4
b 0.4 0,5 5 0.51 1 -
T&Eﬁgf”ﬁ ToLmin | 05 0.1 10 13 | 26 -
o 15 0.15 15 34 6.8 -
4.6 0,.5 -0.51 -1 - mA
B SR . 25 0,.5 5 -1.6 -3.2 -
HL7 OH Min 9.5 0,1 10 -1.3 2.6 -
13.5 0,15 15 3.4 -6.8 -
s L - 0,5 5 - 0 0.05
VoL Max - 0,10 10 - 0 0.05
JEVEN - 0,15 15 - 0 0.05 v
e e - 0,5 5 4.95 5 -
i Hj%'m;a$ Vor M ; 0,10 10 9.95 10 -
o - 0.15 15 | 1495| 15 }
s AL 0.5,4.5 - 5 - - 1.5
T VIL Max 1,9 - 10 - - 3
: 1.5,13.5 - 15 - - 4 v
iy \ R 0.5,4.5 - 5 3.5 - -
E;— VI Min 1,9 - 10 7 - _
& 1.5,13.5 - 15 11 - -
LpNG =R IiN Max - 0,18 18 - +10-5 | £0.1 | uA
332, EfRZH 2 (FRANAME, Vss=0V, Vi=Vss B Vpp)
M 3 A2 JE RF .
Vo(V) | VIN(V) | Vpp(V) -40 +85
- 0,5 5 1 30
. - 0,1 10 2 60
A R Ipp mMax 0.15 15 4 120 uA
- 0,2 20 20 600
‘, 0.4 0,5 5 0.61 0.42
ﬁﬁ;ﬁ'ﬁﬂj ToL Min 0.5 0,.1 10 1.5 1.1
0 1.5 0,15 15 4 2.8
4.6 0,5 5 -0.61 -0.42 mA
ey H P . 25 0,5 -1.8 -1.3
B OH Min 9.5 0,.1 10 -1.5 -1.1
13.5 0,15 15 -4 2.8
i LA Hh 5 - 0,.5 5 0.05
i I VoL Max - 0,10 10 0.05
: - 0,15 15 0.05 v
e 2 - 0,5 5 4.95
T Vo MIN - 0,10 10 9.95
: - 0,15 15 14.95
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